
新品发布

• 凭借SiC材料的物理特性，该器件拥有极低的寄生电容和极快的开关速度。其体二极

管具备极低的反向恢复电荷（Qrr），能显著降低开关损耗，使电源系统轻松实现高

频化设计，大幅提升功率密度。

• 支持高达 175°C 的结温工作环境。相比同等规格的硅器件，它能大幅减少散热器体

积，甚至在部分低功率密度设计中实现无风扇散热，降低了系统整体成本。

突破硅基局限，SiC MOSFET解锁光伏微逆与工业电源新能效新  品
发  布
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